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The three plates are stuck or soldered together and the housing has 
a signal plane (3), a supply plane (4) and earth planer (5). The 
signal lines are formed as triplate MS DM lines for reflection-free 
formation of the signal lines, resistors (8) are integrated in the 
signal plane. The supply plane (4) is insulated by layering with 
dielectric material to separate it from the two enclosing earth 
places . 

- Standard aluminium oxide ceramic technology may be used in the form of 
solid plates instead of tape or substrate dielectrics. 

- ADVANTAGE - Good interlinee isolation, high resistance terminals and 
smoothing of spikes . (llpp Dwg.No. 2/8) 
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® IC-Gehause, bestehend aus drei beschichteten dielektrischen Platten. 



© Angegeben wird ein IC-Gehause mit drei be- 
schichteten dielektrischen Platten, bei dem eine Si- 
gnalebene (3), eine Versorgungsspannungsebene (4) 
und Masseebenen (5a, 5b, 5c) vorgesehen sind. Es 
sind die in der Signalebene (3) liegenden Signaller- 
tungen als Triplateleitungen (MSDM) ausgebildet, 



zum refiexionsfreien Abschlufl der Signalleitungen 
sind integrierte WiderstSnde (8) in der Signalebene 
(3) vorgesehen und die Versorgungsspannungsebe- 
ne (4) ist durch Beschichtung mit dielektrischem 
Material von den zwei umgebenden Masseebenen 
(5b, 5c) isoliert 



FIG 2 
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Die Erfindung betrifft ein IC-Gehause gemafl 
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. 

Gehause der vorgenannten Art sind insbeson- 
dere aus Seite 1 der Literaturstelle "Multilayer Ce- 
ramic Design Manual", Tri Quint, Semiconductor, 
Inc. 1989, Revision 1.0, S.1-11, Appendix A, Ap- 
pendix B bekannt. 

In dem Buch von Reinmut K. Hoffmann 
"Integrierte Mikrowellenschaitungen", Springer-Ver- 
lag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1983 
sind auf Seite 95 gekoppelte Mikrostreifenleitungen 
beschrieben. Es werden spater anhand von Figur 
1a und Figur 1b die fUr IC-Gehause wesentlichen 
Gesichtspunkte nochmafs im einzelnen erlautert. 

Ein IC-GehSuse sollte folgende spezielle Anfor- 
derungen erfullen, namlich, eine Entkopplung der 
Signalleitungen, eine hohe Reflexionsdampfung, 
audi bei hochohmig fehlangepaflten IC-Eingangen 
und schlieBlich eine gute Glattung von Belastungs- 
spitzen der Gleichspannungsversorgungen. 

In herkommlichen IC-Gehausen werden als 
Leitungstypen (vgl. Fig. 1) im allgemeinen Mikro- 
streifenleitungen mit Oder ohne dielektrische Ab- 
deckung verwendet. Bei diesen Leitungstypen ist 
die gegenseitige Entkopplung benachbarter Leitun- 
gen fUr viele Anwendungen nicht hinreichend, z.B. 
bei groflen Unterschieden im Pegelhub von Signa- 
len (Mischanwendung ECL-, TTL-, CMOS-Pegel) 
und bei steilen Schaltflanken. 

Zur Verbesserung der Entkopplung wird dann 
von den Anwendern beispielsweise nur noch jede 
zweite Oder dritte Leitung als Signalleitung genutzt 
und die dazwischenliegenden Leitungen werden 
nach Masse geschaltet. Diese Methode ist nur ma- 
Big wirksam. 

Zur Erhohung der Reflexionsdampfung muflten 
externe Kompensationsmaflnahmen auf der Leiter- 
platte vorgenommen werden. 

In manchen Anwendungsfallen I3flt sich das 
Problem der Glattung von Beiastungsspitzen durch 
Abblock-Kondensatoren IQsen, die auf dem IC-Ge- 
hause oder extern auf der Leiterplatte unterge- 
bracht sind. Es kann jedoch auch erforderlich wer- 
den, das IC-Layout zu andern, urn storende Lasten 
an andere Steilen zu plazieren. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
IC-Gehause anzugeben, das eine Signaiebene, 
eine Versorgungsspannungsebene und Masseebe- 
nen enthalt, bei dem eine hohe Entkopplung der 
Signalleitungen, eine hohe Reflexionsdampfung, 
auch bei hochohmig fehlangepaflten IC-Eingangen, 
sowie eine gute GlSttung von Beiastungsspitzen 
der Gleichspannungsversorgung gewahrleistet ist. 

Fur ein IC-Gehause nach dem Oberbegriff des 
Patentanspruches 1 wird diese Aufgabe erfindungs- 
gema/J nach den kennzeichnenden Merkmalen des 
Patentanspruches 1 gelost. 



gestaltungen dargestellt. 

Anhand der beigefugten Ausfuhrungsbeispiele 
wird die Erfindung noch im einzelnen erlautert. 

Es zeigen 

5 Figur 1a Mikrostreifenleitungen, 

Figur 1b Mikrostreifenleitungen mit dielektri- 

scher Abdeckung, 
Figur 2 ein IC-Gehause. und zwar ein Aus- 
fuhrungsbeispiel ohne Abdeckung, 
m Figur 3 ein Ausfuhrungsbeispiel fur die 
Masseebene 5a (vgl. Figur 2), die 
schrage Schraffierung stellt metalli- 
sierte Flachen dar, die kleinen Krei- 
se steilen Orte metallisierter 
15 Durchkontaktierungen in metailisier- 

ten Flachen dar, 
Figur 4 zeigt die Signaiebene 3 (vgl. Figur 
2), die schragen Schraffierungen 
sind metallisierte FlSchen, 
20 Figur 5 zeigt fGr das Ausfuhrungsbeispiel 
die Versorgungsspannungsebene 4 
(vgl. Figur 2), die schrage Schraf- 
fierung stellt metallisierte Flachen 
dar, 

25 Figur 6 zeigt einen Schnitt durch das IC- 
Gehause zur Darstellung vertikaler 
elektrischer Verbindungen, Metalli- 
sierung (enge Schraffierung), die- 
lektrische Platten (weite Schraffie- 
50 rung), dielektrische Beschichtung 

(enge Schraffierung) und Lot 
(Schraffierung) sind erkennbar, 
Figur 7 zeigt an sich bekannte Triplate-Lei- 
tungen, bei denen die Streifenleiter 
35 S in einem Dielektrikum D einge- 

bettet sind und zwei Masseebenen 
M vorliegen, 
Figur 8 zeigt den Koppelfaktor k = 
(Z L ,even - Z L ,odd)/(Z b even + 
40 Z L ,odd) als Funktion des Leiterab- 

standes s, in Figur 8a fur gekoppel- 
te Mikrostreifenleitungen in homo- 
genem Dielektrikum, in Figur 8b fQr 
gekoppelte Triplateleitungen 
45 Die Figur 1a zeigt eine Mikrostreifenleitung, die 
Figur 1b eine Mikrostreifenleitung mit dielektrischer 
Abdeckung nach der eingangs genannten Literatur- 
stelle "Integrierte Mikrowellenschaitungen", Seite 
95. Der Streifenleiter ist mit S, das Dielektrikum mit 
so D und die Masse mit M bezeichnet. 

Zur Beschreibung des erfindungsgema/ten IC- 
GehSuses zeigt Fig. 2 wesentliche Teile des kon- 
struktiven Aufbaus. Die Figuren 3 bis 5 geben 
Beispieie fur die typische Strukturierung einzelner 
55 metailisch beschichteter Ebenen und Figur 6 zeigt 
ein Schnittbild zur Erlauterung der vertikaien Ver- 
bindungstechnik. 
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aus drei beschichteten dielektrischen Platten 1a, 
lb, 1c, z.B. aus Al 2 03-Keramik, die durch Loten 
oder Kleben - nach auflen hermetisch dicht - mit- 
einander verbunden sind. Die elektrischen Verbin- 
dungen durch die dielektrischen Platten erfolgen 
uber metallische Durchkontaktierungen 2. Die ver- 
schiedenen metallisierten Ebenen werden nach ih- 
ren wesentlichen Funktionen unterschieden und als 
Signalebene 3 (Fig. 4), Versorgungsspannungsebe- 
ne 4 (Fig. 5) und Masseebene 5a (Fig. 3), 5b, 5c 
bezeichnet. Die Metallisierung erfolgt z.B. durch 
Siebdruckverfahren oder uber Vakuumbeschich- 
tung. Die Versorgungsspannungen, anliegend an 
den Metallisierungen U und V, sind von den Mas- 
seebenen durch dielektrische Beschichtung (z.B. 
dielektrischen Druck oder Vakuumbeschichtung) 
6a, 6b isoliert. Die Verbindungen durch die Mas- 
seebene 5b zu den Versorgungsspannungs-Metalii- 
sierungen erfolgen uber kraterfSrmige Strukturen 
10, die Verbindung'der Masseebene 5b zur Mas- 
seebene 5c durch eine heruntergezogene Metalli- 
sierung 11 (siehe Fig. 6). 

In Figur 3, in Figur 4 und in Figur 5 sind 
metallisierte Flachen als schrage Schraffierung ge- 
zeichnet, kleine Kreise steilen Orte mit metallisier- 
ten Durchkontaktierungen in metallisierten Flachen 
dar. 

In Figur 4 und in Figur 5 sind noch die mit U 
und V bezeichneten Metallisierungen erkennbar, an 
denen die Versorgungsspannungen anliegen. 

Das IC liegt mit seiner Unterseite auf der Mas- 
seebene 5c im Gehause-lnnenraum. Die Beschal- 
tung der IC-Oberseite mit Signalen, Versorgungs- 
spannungen und Masse M erfolgt Qber Bondverbin- 
dungen. Zum Anbringen dieser Bondverbindungen 
sind im !C-Gehause Anschluflbereiche in der Si- 
gnalebene 3 und der Versorgungsspannungsebene 
4 vorgesehen. Urn Masseverbindungen Uber Bond- 
drahte zu ermoglichen, wird die Masse M an diver- 
sen Steilen aus der Masseebene 5b uber metalli- 
sche Durchkontaktierungen in den Anschluflbereich 
der Signalebene 3 auf AnschlQsse 7 gefuhrt. Diese 
AnschlGsse 7 werden auch genutzt, urn Signallel- 
tungen Ober inteschluflwiderstande 8 nach Masse 
M zu schalten. 

In Figur 6 sind wirkungsgleiche Teile mit den 
gleichen Bezugsziffern wie in den iibrigen Figuren 
bezeichnet. Mit einer schragen Schraffierung ist 
eine Metallisierung kenntlich gemacht, mit einer 
weiten Schraffierung sind dielektrische Platten 
kenntlich gemacht, mit einer engen Schraffierung 
ist eine dielektrische Beschichtung kenntlich ge- 
macht Und schlieSlich steilen schrSgschraffierte 
Flachen Lot dar. Die Figur 6 zeigt einen Schnitt 
durch das IC-Gehause zur Darsteilung vertikaler 
elektrischer Verbindungen. Die Versorgungsspan- 
nungsebene 4 (siehe auch Figur 5) wird durch 
Beschichtuna mit dielektrischem Material 6a. 6b. 



z.B. Druck mit der Dielektrikumspaste QP445 der 
Firma DuPont Electronics (Permittivitat e r = 6 ... 8), 
von den zwei umgebenden Masseebenen 5b, 5c 
isoliert. Das vorgenannte Material ist im Handel 

5 erhaitlich und in Firmenkatalogen der Firma Du- 
Pont beschrieben. 

Die Au/3enanschlGsse 9 des IC-Gehauses bef- 
inden sich in der oberen Masseebene 5a. Die Ver- 
bindung zur Leiterplatte kann z.B. uber Metallband- 

w chen erfolgen, die in Form einer Metailspinne ge- 
meinsam auf das IC-Gehause aufgelotet werden. 
Das IC-Gehause wird durch metallische oder die- 
lektrische Abdeckung hermetisch geschlossen. 
Durchkontaktierungen, die au/terhalb dieser Abdek- 

15 kung liegen, werden durch dielektrische Beschich- 
tung hermetisch abgedichtet. Diese Beschichtung 
kann bei Verwendung einer dielektrischen Abdek- 
kung (z.B. Keramikkappe) auch fiachig Qber die 
gesamte obere Platte la erfolgen, wobei der An- 

20 schluSbereich fQr die Metailspinne freibieiben muJ3. 
Der Aufbau an sich bekannter Triplateleitungen 
ist in Figur 7 nochmals zur besseren Ubersicht 
dargestellt. 

Die Streifenleiter S sind in einem Dielektrikum 

25 D eingebettet, und es liegen zwei Masseebenen M 
an Ober- und Unterseite des Dielektrikums D vor. 

In Figur 8 ist der Koppelfaktor k gekoppelter 
Leitungen zwischen den Werten s = 0 und s = 1 
mm als Beispiel dargestellt. Die einzelnen Zahlen- 

30 werte sind mitgezeichnet Der Koppelfaktor k ist 
definiert als (Z L(eve n - Z L(0dd )/(Z Lie ven + Z L(0dd ) Die 
Kurve a) zeigt das Ergebnis fQr gekoppelte Mikro- 
streifenleitungen in homogenem Dielektrikum, die 
Kurve b) zeigt das Ergebnis fur gekoppelte Tripla- 

35 teleitungen. Die Kurven gelten fUr die mitgezeich- 
neten Werte e r = 9,8 , h = 0,381 mm, w m = 0,21 
mm und w t = 0,13 mm. 

Die Signalleitungen werden als Triplate-Leitun- 
gen entsprechend Figur 7 ausgefUhrt Die beiden 

40 Masseebenen dieses Leitungstyps werden durch 
regelmafiige Verbindungen Uber metallische Durch- 
kontaktierungen auf gleichem Potential gehalten. 
Dieser Leitungstyp ermSglicht relativ hohe Ent- 
kopplung. 

45 In einem einfachen modellhaften Vergleich 
hierzu stellt Figur 8 die berechneten Koppelfakto- 
ren fur gekoppelte Mikrostreifenleitungen in homo- 
genem Dielektrikum und gekoppelte Triplate-Lei- 
tungen gegenUber. Die Leiterbreiten sind dabei je- 

50 weils so gewahlt, dafi die Leitungswellenwiderstan- 
de fur Entkopplung, d.h. fur sehr gro/ie Spaltbreite 
s --> oo, 50(2 betragen, was gleichbedeutend mit 
s/w » 1 ist. 

Die Signalleitungen werden mit dem zur An- 
sa passung notwendigen definierten Leitungswellenwi- 
derstand (z.B. --> Z L = 50n) durch das IC-Gehau- 
se gefUhrt. Signalleitungen, die zu hochohmig feh- 
lanaeoafiten IC-EinaSnqen fUhren, werden durch 
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integrierte WiderstSnde 8 angepaflt nach Masse 
geschaltet. 

Die Masse wird dazu an verschiedenen Stellen 
(iber metallische Durchkontaktierungen aus der 
Masseebene 5b in die Signalebene 3 gezogen. 

Die integrierten Widerstande 8 lassen sich z.B. 
durch Dickschichtdruck aufbringen. Bei Variation, 
der IC-AnschlGsse, die parallel einen integrierten 
Abschluflwiderstand benotigen, mufl dann nur die 
Maske des Widerstandsdrucks geandert werden. 

Die Versorgungsspannungsebene 4 (s. auch 
Figur 5) wird durch Beschichtung mit dielektri- 
schem Material 6a, 6b, z.B. Druck mit der Dielektri- 
kumspaste QP455 von Fa. DuPont Electronics 
(Permittivitat < r = 6 ... 8), von den zwei umgeben- 
den Masseebenen 5b, 5c isoliert. Dadurch sind die 
Gleichspannungsversorgungen hoch kapazitiv und 
induktivitatsarm. Hochfrequente Belastungsspitzen 
werden dann insbesondere deshalb gut geglattet, 
weil auch die lokale Kapazitat im direkten Bereich 
der AnschlUsse zum IC hin sehr hoch ist. Die 
Verbindungen durch die Masseebene 5b zu den 
Versorgungsspannungs-Metallisierungen erfolgen 
Gber kraterformige Strukturen 10, die Verbindung 
der Masseebene 5b zur Masseebene 5c durch 
heruntergezogene Metallisierung 11, wie dies in 
Figur 6 erkennbar ist. 

Patentansprtiche 



daii elektrische Verbindungen durch dielektri- 
sche Piatten (1a, 1b) Gber Durchkontaktierun- 
gen (2) erfolgen, die durch dielektrische Be- 
schichtung hermetisch dicht abgedeckt sind. 

5 

4. IC-GehSuse nach einem dem vorhergehenden 
AnsprGche, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Versorgungsspannungsmetallisierun- 
'0 gen (U, V) jeweils umlaufend elektrisch verbun- 
den sind und dabei die umlaufende Verbin- 
dung U in der Versorgungsspannungsebene 
(4) und die umlaufende Verbindung V in der 
Signalebene (3) liegt. (Fig. 4, Fig.5) 

75 

5. IC-Gehause nach einem der vorhergenden An- 
sprGche, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl die elektrische Kontaktierung durch die 
20 Masseebene (5b) auf die Versorgungsspan- 
nungsebene (4) mit kraterformigen Strukturen 
(10) erfolgt. 

6. IC-Gehause nach einem der vorhergenden An- 
25 sprGche, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafl die Masseebenen (5b, 5c) uber eine her- 
untergezogene Metallisierung (11) umlaufend 
miteinander kontaktiert sind. 



1. IC-Gehause, bestehend aus drei beschichteten 
dielektrischen Piatten (1a, 1b, 1c), die durch 
Loten oder Kleben verbunden sind und das 
eine Signalebene (3), eine Versorgungsspan- 
nungsebene (4) und Masseebenen (5a, 5b, 5c) 35 
aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafl die in der Signalebene (3) liegenden Si- 
gnalleitungen als Triplateleitungen (MSDM) 
ausgebildet sind, 40 
und dafl zum reflexionsfreien Abschlufl der Si- 
gnalieitungen integrierte WiderstSnde (8) in der 
Signalebene (3) vorgesehen sind, 
und dafl weiterhin die Versorgungsspannungs- 
ebene (4) durch Beschichtung mit dielektri- 45 
schem Material von den zwei umgebenden 
Masseebenen (5b ( 5c) isoliert ist. 

2. IC-Gehause nach Anspruch 1 , 
gekennzeichnet durch 50 

die Verwendung von Standard-Schichttechno- 
logie auf Al 2 0 3 -Keramik (Aiuminium-Oxid-Kera- 
mik) in Form von festen Piatten anstelle von 
"Tape on Subtrate"-Dielektrikum 
(Kunststoffolie mit Keramikpulver). 55 



3. IC-Gehause nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch aekennzelchnet 



EP 0 459 179 A1 




EP0 459 179 A1 



FIG 3 




V/A =metallisierte Fliichen, 
9 in metallisierlen Fliichen = Orte 
meiallisierter Durchkontaktierung 
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FIG4 




GZ3=metolIisierte Fldchen 



EP 0 459 179 A1 



FIG 5 




E2=metal(isierte Flachen 
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